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１． 概要：高度情報化社会に欠かすことの出来ない大規模集積回路（LSI）や半導体レーザー（LD）をはじめ
とする種々の電子・光デバイスは、シリコンやヒ化ガリウムをはじめとする半導体結晶薄膜の性質を利用
していると言っても過言ではない。また、その性質には必ず表面及び界面の問題が関係する。高品質な
結晶薄膜を得るためには、その基本ブロックとなる原子の配列を何らかの手段で制御することが必要で
ある。従って、成長表面や異種物質との界面を原子スケールでコントロールすることにより高品質の結晶
薄膜を作製する技術は、如何なるデバイスを実現するうえでも必要不可欠な技術である。結晶基板上に
種々の結晶薄膜を形成する技術であるエピタキシャル成長技術は近年長足の進歩を遂げつつあり、原
子スケールで制御された表面に原子スケールで制御されたプロセスを経て結晶構造を自由自在に作製
するところまで到達しつつある。本研究では、結晶成長における原子配位制御技術の開発を核として、
種々の原子スケール制御半導体薄膜結晶成長の研究を行っている。 
２． 内容：超高真空中での非平衡結晶成長技術である分子線エピタキシャル（MBE）法を用いることにより、
膜厚方向には単原子層レベルで膜厚を制御することが出来る。しかしながら、更に高性能なデバイスを
作製するためには、任意の原子を任意の結晶格子位置に入れる結晶成長技術であるサイトコントロー
ルエピタキシャル技術が不可欠である。その一例として我々の研究室では、InGaAsN 系材料を用いて、
高品質結晶薄膜を得るために In-N フラグメントを用いた In および N の原子配位制御を行っている。ま
た、立方晶 GaN 成長における As サーファクタント効果を用いた結晶構造制御の研究も行っている。 
３．応用例：超高効率タンデム型太陽電池、長波長帯面発光半導体レーザダイオードなど。 
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